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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成21年2月26日(2009.2.26)

【公開番号】特開2008-7610(P2008-7610A)
【公開日】平成20年1月17日(2008.1.17)
【年通号数】公開・登録公報2008-002
【出願番号】特願2006-178824(P2006-178824)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｊ   7/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  83/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/00     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   3/06     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   7/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｊ   7/04    ＣＦＨＺ
   Ｃ０８Ｌ  83/04    　　　　
   Ｃ０８Ｋ   5/00    　　　　
   Ｂ０５Ｄ   3/06    １０２Ｚ
   Ｂ０５Ｄ   7/24    ３０２Ｙ

【手続補正書】
【提出日】平成21年1月9日(2009.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（Ｉ）
ＲｎＳｉＸ４－ｎ・・・（Ｉ）
（式中、Ｒは、式中のＳｉに炭素原子が直接結合するような有機基を表し、Ｘは、水酸基
又は加水分解性基を表す。ｎは１又は２を表し、ｎが２のとき、Ｒは同一であっても異な
っていてもよく、（４－ｎ）が２以上のとき、Ｘは同一であっても異なっていてもよい。
）で表される有機ケイ素化合物の縮合物を主成分とし、金属キレート化合物、金属有機酸
塩化合物、２以上の水酸基若しくは加水分解性基を有する金属化合物、それらの加水分解
物、及びそれらの縮合物からなる群より選ばれる少なくとも１種の３５０ｎｍ以下の波長
の光に感応する光感応性化合物、及び／又はそれから誘導される化合物を含有するポリシ
ロキサン系複合体表面に、光触媒層を備えたことを特徴とする有機無機複合体。
【請求項２】
式（Ｉ）
ＲｎＳｉＸ４－ｎ・・・（Ｉ）
（式中、Ｒは、式中のＳｉに炭素原子が直接結合するような有機基を表し、Ｘは、水酸基
又は加水分解性基を表す。ｎは１又は２を表し、ｎが２のとき、Ｒは同一であっても異な
っていてもよく、（４－ｎ）が２以上のとき、Ｘは同一であっても異なっていてもよい。
）で表される有機ケイ素化合物の縮合物を主成分とし、層表面から深さ方向１０ｎｍにお
ける層表面部の炭素含有量が、層裏面から深さ方向１０ｎｍにおける層裏面部の炭素含有
量の８０％以下であるポリシロキサン系層上に、光触媒層を備えたことを特徴とするポリ
シロキサン系薄膜。
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【請求項３】
式（Ｉ）
ＲｎＳｉＸ４－ｎ・・・（Ｉ）
（式中、Ｒは、式中のＳｉに炭素原子が直接結合するような有機基を表し、Ｘは、水酸基
又は加水分解性基を表す。ｎは１又は２を表し、ｎが２のとき、Ｒは同一であっても異な
っていてもよく、（４－ｎ）が２以上のとき、Ｘは同一であっても異なっていてもよい。
）で表される有機ケイ素化合物及び／又はその縮合物と、金属キレート化合物、金属有機
酸塩化合物、２以上の水酸基若しくは加水分解性基を有する金属化合物、それらの加水分
解物、及びそれらの縮合物からなる群より選ばれる少なくとも１種の光感応性化合物とを
含有するポリシロキサン系複合体形成用組成物を乾燥し、ポリシロキサン系複合体を形成
するポリシロキサン系複合体形成工程と、
前記ポリシロキサン系複合体表面に、光触媒を含有する光触媒層形成用組成物を塗布し乾
燥して光触媒層を形成する光触媒層形成工程と、
前記ポリシロキサン系複合体に対して、３５０ｎｍ以下の波長の光を照射するＵＶ光照射
工程とを有することを特徴とする有機無機複合体の製造方法。
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